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^ f t - t 5- i ^ ^ ^ ^ f ^ t a B a ^ it 

j|L i£ 3r - & & m. & n '• &&1f&ffi'Mtf]ffi£4bMfeZ- 
%l ' #i&^tN^^^4i4##i§£^4i^:IL*I ' « j&NMOS 
to # 4i ^ / m \3l. ° «. 4* «■ ^ ' T « fcb f *° ft ^ - « 



( - ) * * 4^ & 
c ^ ) . n ^ *. 

2 0 0-^.^; 

2 1 1 ~ $ - # # H. 

2 1 3 ~ $ - m m m. 

2 2 1 - % ~ # & £ 

2 41- ; 



* : 9 9 Bl 

it # 4* * # ft ffi * «. a 3 
21 0-NMOS d. ; 

212- 



41 $ - $ B B a ># 



245- % ~ % 



aa 



fit 



5 i o - $ - mm 



22 0- 
22 2- 

410- 
52 0- 



PMOS 




540-ir- £ ^(LDD & ) : 

7 2 0 ~ p + - £ b b b m ( i» / %l & H. ) : 
722~&>1lttpS!**-?-##& ; 

8 1 0 ~ ft 4t >f ; 

822 - 824 - 826 - 8 2 8 ~ 6§ f : 

9 2 0 - n + - £ A ^ M ( Sfc / v8l & H. ) ° 
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JL 18, «fl (1) 

[ # m M & m m * ] 

& & W & % M - 34 «. B a a JK H ( 1 iquid crystal 
display, LCD) & ' -3- # #J * * W ^ " * ^ ^ ^ ^ *• * 
# It S* At f b b b It (CMOS TFT) to # ^ jR. it ^ * 0 

[ tf] 

^ @ f ^ i ^ t a B a 1 ^ ^ t i t ' 

^(driver circuit) > fijtH^fJ&tXJia^t'X^ 
.Uft^l^^if ^ ft(CM0S TFT) it # • «5 ft » A ^ 
CMOS TFT 7C # + N^**l4 L **i**JI*«fitt*,#*"® & & 
ft ^- # ffl ' ffj M ^ 3S.(0f f state) * ffl * >^ t 35. #j 

It # # Wl fa H ( 1 i gh 1 1 y doped region, L DD ) > ffl & *fe 4& 
W € " 

a T ^1 ffl I1A-1E I ' ffl I. t ^ | ^ 5. i ,t I- ft ^ 
9- It $ ft € b b b fiCCMOS TFT) tc # ^ *L it ^ & • 

1T & ' Ifr #- M £1 A IB ' ^^-a&Jfc&^lOO ' t£ ^ 
100 -n ^ * ft(NMOS) ailO * -p^^ll^^lt 

(PMOS) 1 2 0 • & fc. ' it^ft^ffl-^-ife-f-^-^-H* 
4t $L ^(patterning process I) • /& — $ — £ a a a ^ J- 
1 3 o m - % -=- £ B a a ^ * 1 3 5 Ifr ^ n & ^ 1 0 0 _L ' & t IS # 
- £ b b b ^ 1 3 0 to ^ & NMOS S. 1 1 0 t ' <ft IS $ -=- £ & ^ M 
135 to ^ t£PM0S H. 120 t ° 
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3- - tfcvtfmm (2) 

ft #l(patterning process II) • # A -- * IH. AH 40 * *P 
U % - £ a B B % 1 3 0 i& t£ ^ ji- £ a B a # ^ 1 3 5 _L > £ ifc J* t* jfc 
19. ^ 1 4 0 a Jt « * - £ a a a ^ 1 3 5 % m • & ^ ' it # - ^ -f- 

*i ^ ft a 1 5 o c m *□ &v m m * & # m ft m. ) ^ « « * * * 

It ^(threshold voltage adjustment • V t 
adjustment) • flF * 1 3 1 ft * * « « « #J 9 - £ a B a # A • 

Ifr £ W # 1 C ffl ' *fife-«*ia4H40^L^. ' ifc 4r flL ffl - 
#=-&?.3L-:$^.ffl!Mbft ^(patterning process 
III) » # A - » Jk 1 5 5 * ^ i% % - 5 a B a V & 1 3 1 Jl ' ii 
J. A Jt tt « ~ # b b b # 4 1 35 - 4l ' il#-n|^f^f # 
& & ^ tf. ^ ft f£(n + -ions doping) 1 60 ffn An + - £ B B a ^ ft 
170 9 - £ b b b # A 131 * ' t£n + - £ b b b ^ Ml 70 ffl a * # 

^NMOS to # >&/ a. ^ ■ S • 

If #- 5t1 £ 1 D m ' *l^ijE*ia>tl55-aL^L • ^ A - W ^ 
J& * Jf 1 8 0 ^ tfc * - # b b b # M 1 3 1 * ■ tt « -=- £ b b b # A 1 3 5 * 
« Jft 1 0 0 Ji ^ ft. ' ^&-4fA4K*.B*)^ttM*« 
i£ 1 8 0 _h • & & ' itftft«-*«**^-*°B* ft 
It (patterning process IV) • H*4b1£'&JA(*-B 
*)flij#A-*-M*190*--*.=-M«195 ' tt 9 - M * 
190 iSL ^NMOS ailO t ' ^ % — W *3U95 fa ^PMOS HI 20 t • 

in i » ffl % 1 D SI ' att&-MJfcl90*tt£-Mtfl95 
& * $. • it -ft -n 51! & * & # & *t tt. ^ ti a(n"-ions 
doping) 2 0 0 • ^ /& -n"- ^ B B a ^ M210 ^ ^ « % - * i* *P 
% \3 \ & ^ n % ~ £ Sk & M 135 * ' iSL ^NMOS 1110 t 
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i « ftWiZW (3) 

i&n-- $ a a a *-9 J&21 0 ft a # # 4: *£ # # H ( 1 ight ly 

doped drain, LDD ) ° 

& # ' It $- ffl % 1 E SI • ifc*fft.fli-#.5.ifc**--#.E- 
ffl 1Mb II ^(patterning process V) » /& — & P-i- >f 2 2 0 
;jf H t£NM0S & 1 10 • ft ft ' iie-pf t-f 
^ «L ^(p + -ions doping) 230 ■ ^ £ - P + - £ b b b ^ ^2 4 0 «P 
^ m % f a # % 135 t • t£p + - > b s b ^ M240 8 a * # A 

PMOS/t#^*/>».«Il ° 

tf^^^lESI ' -i-l^f^TtF-a-^220 • itt ^ ^ — 
NMOS 7b #250-^NMOS &110 t ' a A -PMOS to #255 ^PMOS 
&120 * ° 

' *t #- % IF ffl > ^ & - 4b ,# (passivation 

layer) 260 4l ft. > jfefi-ft-ffl-*^**^-*^** * b * 
^(patterning process VI) • # j& *. *t « ft * * 270 # * 
t£ £k 4b Jt 2 6 0 #| ffl =fe «. 'Jk 1 8 0 ffij E ttjNMOS7b#250 #j * / SS. 
^^170^PMOS7C#255 ^^/^^(a240 ° £ ft ' * ^ € 
#*4^t£^ftj^^270ftffi^/&*£lfc#l#S(plugs)280 ° 

gj jfc ' -b i& % & % m. & & ffl ^ ^ & -f - ( *P it 4tt B 
£L * *& *L i& it} CMOS TFT tl # ' IS ft 4£ # jR. it /& ^ 

[ * ^ rt ] 

^ It n m % b b b It (CMOS TFT) 7b # 4L $1 i& ^ ^ • 
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HI 



I 



i » (4) 
JL it J& % ti U) iftCMOS TFT tg # ^ ft St * * ° 

J0( € a a a It 7t # 4L jR it ' * ' & T ?'J ^ # : 

(NMOS) ft m -p 38 £■ a * * H(PMOS) ft ' * t 1£NMOS ft £ 
& ^ — # - # ft % — fe#4*ftH — W^ft ' « 

pmos ftuk^-g— #&ft&-# — w^ft = 

( b ) it ft «. « - *- **^--*-ffl t ft I a 
(patterning process) - ^ A - £ - * * flt ft & - # — + 

ft t ' *ni£#~-f^3£ftto^ t^PMOS ft t » 

(d) «. ^ # f ^ & £ ** * - 4- # It ft * t£ # ~ 
^ It ft t ' ffla^^j^ifetlft : 

( e ) & /ft - WI ^ <ft * * tt » - ^ * *t ft * « * ■=■ * 
Jlft AU« & Ji ; 

$ - M & to ^ i* ^ - ffl * ft ' ts $ — M ft to 3fr t* $ — W 

(h)at^i I- * ' &ft-nmm^z- 
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2. > frWiSLW (5) 

m & « 9 - 4- * tt A t ; 
t^PMOS s. ; 

«. a. « « • ^ & - ft - */ a. * a ^ * * — * * s 
^ t£ ft — tltttt : 

( k ) & & - £k 4t # ^ t£ M #& Mt 4f * ^ # ft - * ft — 

- ft - 4& * * * - ft - * * * * - ft^^^f^-ft^^ 
* ft - « S8 t # *f A tt ft - # * * ' * tt # * * *. * * A 

ft E3 # m % #> ^ ft — / «. & ^ -t- - 

( m ) * t£ # ft - * — * i^E3#^ f ' it *t - n £1 # 

-f ^ f # # t ^ A f ' ^j&-ft-S»/«.*S^^-^ 

t^ft-#^n^^ft-^^^^t ' ^t^r^P^l^-^^ 

(n)^A.^t##^t^^#^ft ' ffir ^ & - ft - * 
S * - ft - * * - > ^tlll 

- - ft j=- 4£ S # € '14 it # « ft - »&/ «• * E- ' ^ ^ # ft 

^ # ^ ^ -h ilk i # - # «L *° ft » it a ^ « ^ tl£ ' 
T X # ^ t f ^ ' jtKi-^W I 3Si ' # # t£ B ^ *° 
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i * %mttm (6) I 
T • 

^ff 3f ^ '• 

tf #- 83 $ 2 ~ 1 0 ® ' ■ ffl a 1 8, »M3 * ^ ^ ^ ^ & * ^ 

It f# K € A f£(CMOS TFT) tl # 4l «. ft • 

-T & ' tf #- 53 £ 2 ffl ' 
^^ 2 00 • t* & ^ 20 0 * * -n 32 * * 4- * tt(NMOS) & 2 1 0 * 
-p 511 * a * * *(PMOS) &220 ■ * t t£NMOS & 2 1 0 £ & * 
- $ - # & & 2 1 1 - -$s##H212^-^-M^^213 ' 
m t£PMOS fi220Jt&*--*-##fi221*--&.=-fflfcfi 
222 • 

^ M # 2 w ' ^t^^^2ooji^r^^^.-^^^ 

(buffer layer)230 » » fe #r >f 230 ^ £ * - -ft, 4b # 4 
(SiNJ232*-JMt#4(Si0 x )234/lt#J*. • * ffi 4b N * • 

If H H2 ffl • & ft. it e «. n - % - & * (reticle or 
photomask) 4l - % - S £ ^b jft ^(patterning process 
I ) ' £•] & ( s i 1 i con i s 1 and ) ^ £ b s b ^ 4 

(polysilicon layer) 240 (ttTa#- 

£ a a a ^ ^ 240 4k * - » - * * * ft 245 ( a T a « ~ # J 3 * 
# 4 245 * ttO £P ^ t* * ^200 Ji « 4 * t « 9 - £ a B a # 4 
24 0 to t£NM0S & 210 * ' *n « 9 £ A # J- 2 4 5 to a* 1* 
PMOS & 220 t ° 

tfr * M * 3 IB ' ife^teffl - £ — 4t 
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i » in (7) i 
U ^(patterning process II) * & — 4 & # 

310(energy sensitive layer • iH* 1 i*^*)^*^* 
ft - £ a s a * * 240 & « % ~ * b b b # fit 245 Ji • £ * « * * l 1 - 9 - 
jft 3 1 0 4 j£ t* g — £ a 0 B ^ A 2 4 5 & *] ■ * & ' it «■ - * * * 
^ H *H320( 1>] *» &p 32 * * * # * «■ * a It * * * 
J! te( threshold voltage adjustment • V t adjustment) • 

ft !&24 1 % * M tfl £ * - * & # % ° 

ft $- W % 4 m • *Bfrt*jfe4*A*3104L4fc ' ^ A « *- 
*, 4b # ( S i 0 X ) A 4 1 2 A |l >fb # ( S i N x ) fit 4 1 4 A - W * 
J& «L ^410 ^ t* 9 - f b b b # ^ 241 * t* £ - £ a a a ^ ^ 245 & 
t* * /£200 _L • # * • 420 *t*M* <ft * * 

4 1 0 Ji ' * ttf f ^ 420 ^ral:lrl^ • W *» « * ^ 
Hsj ^ 4r # 0 

3K. ^(patterning process III) • * I* *P tt # « * 420 
fl& J£ A A - » - « 1 0 * - % ~ ffl *52 0 • * t * * - M 
«510 ^ tt « - M * IS213 t • tt » ^ ffl *520 to ^ tt » 

If * 5a £5 n ' a tt # % - * » - « *510 ^ 520 * * 
£ > it 4r -n 2! & * 4S. # # ^ ^ * ^ # m(n'-ions 
doping ' ti ^ #J * « &1E11-1E14 atom/cm 2 ) 5 3 0 • /£ - 
n-- £ a a B # ^540 a* *P 3* t* * - £ A # ^241 * «P « » ~ # 
B a B ^ ^ 2 4 5 t ' * t to ^ & # # S 2 1 2 t #j n" - P a a a ^ U 
540 #, ffl « * # xlNMOS to # 4l ^ # # * 1 ightly 
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i « (8) 
doped drain, LDD) ° 

tt $• m n ' i&eteffl-^^*.*^---^* 9 ®*^ 

$L ^(patterning process IV) • 1&&—1fe±&JlG>R 
610( ^NMOS 1210 » 

i* * H * 7 B ' att*.=-M*5 20*t*Jfe**A*610 
■ it 4t -p «t ^ 4 # * * ^ * a. *L *!(p + -ions 
doping ' *fc a. #J * # A.1E16-1E20 a torn/ cm 2 ) 7 1 0 An fl> & - 
p+ _ £ b b # m 7 2 0 ^ *p ^ f£ # ~ p & ^ £ 2 4 5 t ' — 

# ft & 221 ^ t£p + - $> £k & mi 20 & ft a ♦ # ^PMOS ?L # ^ 
/ & 7 2 0 ° 

4b * (passivation 1 ayer )8 1 0 ^ tfc M ft «, * * 41 0 A t£ * 

# - . % ^- ?$ ft 5 1 0 > 5 2 0 _L • f£ £fe 4b >§ 8 1 0 #J *• * - ft. 4b 
^ ( S i N x ) # jK, a 4b ^ ( S i 0 X ) >f • 

$L ^(patterning process V) • ^ /& — # — # ^ ^822 » 
-£-&«*824 * - »=.#l««826A-*«*«*828 
?«tt#fc4b^810AttWft«^*410 ' * t * - « « t 
8 2 2 A * — * « * 8 2 4 \% M M « * - # ft £ 2 1 1 ■ ffij $ ^ & 
/H»826A*w*«*8284»4t**/a*a720-L*- • it ft 
fl^liil^ • *.=L4**» 826 828 
03 f'J # ~ ffl ft520 - 

n $- m n ' - — ^ ^. & & & m & 

822 ^824 ^826 ^828 » ife#-n^ft^ L ^-^##fc^^* A - 
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2. - frWftW (9) 

| tensions doping » ;&^*»J*#J&.1E15~1E19 
atom/cm 2 )910 • ffn ^ & - n + - £ a B a # 1ft 9 2 0 * *P t* K - Z 
| a ^ ^241 t ' -fit tft 9 - # I&2 21 ^ t£n + - £ B B a # M920 
# fli « * # &NM0S it # ^ */ &920 • 

it # ' il «■ * # #] >i * # £ ' ^iiitp^^^^t## 

t #JP + -f a a a ^m720 t ^#^^^P^^ J f#^^'722(-sr^- 
-flfc &PLDD-, p-type lightly doped drain) • 4* ^ <T 
PMOS 7t # € «. # A #} # * • 

tt # M 9 1 0 IB ' 4 a j?H°^ ^ I ^ ^ t # # ^ ^ f t 
^ 8 2 2 ^824 - 826 > 8 2 8 t • ffi^/fc — g - S 1 0 1 0 - - 
3(5 — 4t S1 020 > - * ^- » S 1 0 30 A - 9 w # S1040 > * t 
t£ # 3? - * ^ — # SI 010 - 1 020 \% % '14 it 4£NMOS ft # 4l & 
/ a ft &920 ■ S 1 0 3 0 > 1 040 ft € <i± i4 

■&PM0S it # ^ $*/ 31 ^ H 720 • 

[ ^ # H £ ^ # ft » ] 
*. # a 3 ^ # «t ^ ^ : 

« B t^bllSiA ' # ifc *t N 2! * 4l 

t##^^-*t^m^ ' a ^ &NM0S ft ft */ 

$ ^ # B /i ' W fcb f ^^^'iltl^Ii ' ft & 4> * 

^ & • ' «. #CMOS TFT it # £ fttti* «t 
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(10) 

% % & & & jeK. ' ' * * ^ 

# & a & * #J « * *» -t- ' & * & # ffl a fk £ 

*. * 91 #i ie. SI ' *£*T ' * * * * *• * m *~ 

ffi # *° ft ffl ^ ' #^#fc#*f#jt*&&>K4ft ' ® itb ^ # a ^ ^ 

ft ft IB * * It » t * * ** ft ■ * & * * * 0 
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% 1 A-1F m # ft S &»CMOS TFT 6d *L ^ *J a& B : a A 
312-10 SI #. ft ^ #■ ^CMOS TFT #} jR. m. *J * B ° 

[ # Sfc f& # ] : 

« *p «P ^( $ 1A-1F B ) 

loo- * & ; 110-nmos ft ; 

120-PMOS ft ; 130 - $ - £ # 4M 

i3i~,t ^ f - I a B B ^i ; 

1 3 5 ~ % — $ sk # % ; 

14 0 -155 - 220 - m> * A M % ( *J *» A * I 1 * # ) • 

150- 1 ^ t Af ; 

1 7 0 - n + - # a a a ( * / & ft ) : 

1 8 o - m ^ m & M ; 

1 9 0 - % - M ; 

1 9 5 - % — m m ; 

200-n3l!^-?-^ll##^i L a^li^ ; 

21 0~n-- £ B a a ^ m(LDD ft ) ; 

230-p tfi ^ * # ^ * ^ * ^ ^ : 

2 4 o - p + - £ a^jK(*/«.*ft) = 

250~NMOS/t# ; 255 ~PMOStg# : 

2 6 0 ~ *Mb # : 2 7 0 $g f : 
280- ^ S • 




* n 

200 - 
211- 
213- 
221- 
240- 
241 - 
245- 
310 
320 - 
412- 
420- 
520- 
5 30 - 
540 
710 
720 
7 22 
810 
822 
910 
920 
101 



*P4K#2-10H) 

£ & ; 210-NMOS ft ; 

3£ - # 3& a ; 2i2-*#*a ; 

% - ivq * a • 220 -pmos a ; 

$ # # a ; 2 2 2 -^-=- m * a ; 

^ - 4- £ it ft ( #'J 4° % - £ * a % ^ ; 

- t$ & ^ * ^ £ & ^ * : 

- % ^. jp. * It ft ( « *» *. * ■=- # & ^ * ) ; 
> 6 1 0 - * A A * ( 4N *» *. & ia * ) : 

. m + & a. ft * ; 410~M*«**: 

- |L 4b ^ ( S i O x ) Jk • 4 1 4 - ft 4b ^( S i N x ) 

- t£ ^ # ; 5 1 0 - ^ — flfl * I 

- % iv) & ; 

- n 32 # # # ^ * ^ *L m • 
-n"- £ a s a ^ MCLDD a) ; 

- p + - £ a s a *>? fSk ( * / a ) ; 
~&gn#p3!# J ?-##a ; 

- A, 4b >f : 
* 824 - 826 - 828- & « t : 

- n + - # a B a ^ jr ( as. / a. * a ) ; 

0 > 1 0 20 > 1 030 ^ 1 040 -#f ° 




0773-91 39 twf(nl);p911 56 ;jacky.ptd 



* 16 * 



1. - tiil^^l^Hllif a B a ^(CMOS TFT) tg # 

^ t ^ * ' & t ?«j # j» • 

(a^-p^^rll^^ ft(PMOS) (a ' £■ t t£NMOS H. £ & ^ - 
- — *t#4fe£&-#--Mlfcfe ' ^ t£PMOS la It 

a ^ — W * S ; 

- $ — ' & t 

f£#-^^St&to^ f£NMOS £t ' ft $ — 2£ 3£ & to 2fr 
tgPMOS a t : 

( d ) ft # f £ iB (ft tft |S - + * «t A */ * * » — * 
ft H t£ ^ _L ; 

3P-M&'fit^«3|5-M*l£ - t£ * — M ^ to « * — ffl ^ 
H. ; 

( h ) vl t& # % - * ' tfift-n^im^^ 

m & m m ^- & ^ u m • & # 
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i^pmos ft ; 
_h ; 

*s?*t**Mb**tt« ' * t^#i-#^i^i 

- # «3 f ft «■ A tt % - # * ft ' ffijtt##-H-4£*tf*£ra 
& J5§ $ #.44 ~ «/ ft -L ■ : «. & 

( m ) M * ^ ^ ^ - - ^ ' 2- &m % ' jfc#-nl!i 

tt » - #*l£^tt * - * * + ' ^t^Titp^!^^^ 

2. - ^5L^^^a^^^^^tB a a It (CMOS TFT) to # 

|5L ift >T ' ^^T?'J#« : 

(a) $kfc - & ' t%&fe&%-~n$l&%*^ It(NMOS) 
£ * -P S ^ 4- It(PMOS) ft ' * t ttNMOS A £ & * - 
9 - # & ft - - ' * ^PMOS A £ 

& ^ - $ — # & a * - % — m * ; 
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* - f tfr*#'J!£ffl 

^nmos at - ffiti^^^^Mi^ 

t£PM0S lit: 

(c)ite«.« - * — — ■ *^ b ** ' # 

(f)^j&-<6*JL^^«*--f*t»A * * * — * * * 
A & t& & ^ -t ; 

£P f£ * 1 M ft £ & Hi - % - M & * - * — M ^ ' * t f* 
% - M & to ^ f* g - « & a ' *S * — W « -Cit ^ « ^ — ffl ^ 

( i ) « t* # * - ^ * — M * * ■?■ * ' 4ft-n$*^i 
& # # *fc ^ *L a. ' ^ — 4ft # «. ^ S 3fr fa & # 

( k ) « & 3? ~ ffl * * #■ ' ife *t - P ^ ^ * # ^ 
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t«MMMI£BI 

(m) ^ j& - 4b >§ ^ t* « * 



A- tt * * - * * W * 



« * ? « ft. * * tt « * * ' 

3 . *n t If # *•] $e, ® $2«flr4^i*i**'^* 11 

JK « A It 7C # ^ % ^ ^ * ' *. & # T *J * «* : 

* > - « ^ « s * - »^.4s** ' * t « $ $ 

^ * 9 =. & * # t * * « * -=■ a * tt ° 

4 . 4* f ft * #4 ?& ffi ^iS/tfifc-S-S-flfs*,^*,*^** 

5 . 4° t ff #«J $& @ * 2 Jfi m sfc ^ £- *B ^ ^ + ^ * 

J9t t A tt # 4L m 54 35T * • * t « A m % & * - * to # 

( S i N x ) 4 * - a lb ^ ( S i 0 X ) Jk • 
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fi ; 

( h ) a tt * * - ' * - « * A * * ' a*4r-n3!#-f-*- 
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